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【背景・目的】 本研究では薄膜太陽電池の新規材料として BaSi2に注目した 1)。先行研究では、Ba 及び BaSi2ター

ゲットを用いた同時スパッタ法により、Ba/Si組成比を制御し、高品質な n-BaSi2光吸収層の形成を達成した 2)。また、

ガラス基板上でも Si 基板上に匹敵する分光感度を記録している 3)。そして、ガラス基板上において、スパッタ法によ

る高品質な n-BaSi2膜を光吸収層として用い、ホール輸送層（HTL）とのヘテロ接合型太陽電池を作製する研究も進

行している 4)。これまで、HTL 材料として MoOxや NiO が検討されてきた。これらはいずれも酸化物であり、n-BaSi2

層とヘテロ接合を作製する際には、n-BaSi2 膜の酸化を防ぐためにパッシベーション層が必要となる。現在、パッシベ

ーション層としては、先行研究を踏まえて a-SiC や a-Si が使用されているが、酸化物 HTL 材料と BaSi2間のパッシ

ベーション層として好適であるかは検証されていない 5)。そこで本研究では、他材料のパッシベーション層として

AlOxを検討した。AlOxを選択したのは、AlOx /BaSi2構造において高い少数キャリア寿命が実現されているためであ

る 6)。加えて、AlOxは酸化物であるため、酸化物 HTL材料からの酸素の拡散による特性の劣化を受けにくいと考え

たためである。本研究では、スパッタ法により AlOx /BaSi2構造を作製して結晶性を評価するとともに、分光感度を測

定し、本構造が太陽電池として応用可能であるか調査した。 

【実験】 太陽電池への応用を目指して AlOx/n-BaSi2 構造を

作製した。まず、ガラス基板上にスパッタ法を用いて TiN 導

電膜（250 nm）を堆積した。次に、BaSi2（東ソー（株）製）ター

ゲットと Ba ターゲットを用いた同時スパッタ法により、BaSi2

膜（約 400 nm）を堆積した。この時、基板温度を 700 °C、

BaSi2、Baターゲットそれぞれの堆積レートを 3 nm min−1, 0.1 

nm min−1に設定した。BaSi2膜を堆積した後に、Al膜を in-situ

で 3 nm 堆積し、大気暴露により AlOxパッシベーション層を

作製した。そして、X 線回折法（XRD）により結晶性を評価し

た。また、表面に厚さ 80 nm の ITO 電極を堆積し、分光感度

を測定した。 

【結果・考察】 Fig. 1に AlOx/n-BaSi2構造の XRDパターンを

示す。先行研究と照らし合わせると、ランダム配向の多結晶

BaSi2が作製されたと言える 7)。続いて、Fig. 2にAlOx/n-BaSi2

構造のバイアス電圧 0.5 V印加時における分光感度を示す。

分光感度は最大で 0.3 A W−1を上回った。この値は同条件で

作製した a-SiC/n-BaSi2構造や a-Si /n-BaSi2構造と比べて大

きく、BaSi2ヘテロ接合型太陽電池への応用が期待できる。 
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